ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ НА ГЕНЕРАЦИЮ ЭДС И ТОКОВ В ПЛЁНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ Si-Ge/Si 
Ш.К.Кучканов1, Х.Б.Ашуров1, М.М.Адилов1, А.И.Камардин2, С.ЕМаксимов1, Ш.Т.Хожиев3
1Институт ионно-плазменных и лазерных технологий Академии Наук РУз, Ташкент, Узбекистан;

2НТЦ с КБ и ОП Академии Наук РУз, 
3Институт биоорганической химии Академии Наук РУз, Taшкент, Узбекистан

Для создания преобразователей тепловой энергии в электричество большой интерес представляют структуры плёнок Si-Ge на подложке Si, в которых эффективность генерация эдс и токов зависит от концентрации структурных дефектов [1]. Нами исследовано влияние на процессы генерации носителей заряда ионной обработки поверхности плёночных p-n структур Si-Ge/Si, полученных газофазной эпитаксией. Бомбардировка образцов производилась ионами He+ с энергией 4 кэВ при плотности тока порядка 0,1 мА*см-2 до доз значительной аморфизации поверхности. Оценки свидетельствуют, что ионная обработка приводит к увеличению тока короткого замыкания Iкз в области температур 400-700 К. Так, при нагреве до 700 К величина Iкз возрастает более чем вдвое для структур, не легированных Ti, и примерно в 4 – для легированных. Данное увеличение объясняется аналогично [1] образованием бомбардирующими ионами в структуре пленки дефектов, ответственных за процессы генерации эдс и носителей заряда при нагреве, и свидетельствует о возможности применения ионной обработки поверхности плёночных полупроводниковых материалов для создания тепловых преобразователей, работающих в области высоких температур.
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